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Bismuth au-dela de la limite quantique.
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L’étude d’un gaz d’¢électron tri-dimensionnel en présence d’un champ magnétique assez fort
pour mettre tous les électrons dans le premier niveau de Landau (c’est-a-dire au-dela de la
limite quantique) reste une question théorique peu explorée [1]. L’une des raisons est que
dans le cas des métaux, cette limite se situe a des champs magnétiques actuellement
inaccessibles, ce qui en rend 1’exploration expérimentale impossible. Cette limite devient
néanmoins accessible dans le cas des semi-métaux tels que le bismuth pur (pour lequel la
limite quantique est atteinte pour 9 T) ou encore ’alliage Bi;xSby. Récemment cette limite a
été explorée via I’effet Nernst [2]. Au-dela de la limite quantique, le coefficient de Nernst
présente trois maxima inattendus (dans une théorie a une particule) qui sont concomitants
avec des quasi-plateaux dans I’effet Hall [2]. L’origine des ces anomalies est encore
largement débattue.

Dans cette présentation, nous reporterons tout d’abord notre étude dans le composé
Bi96Sbg o4 dans lequel la limite quantique est atteinte pour un champ de 3 T et pour lequel,
comme dans le cas de bismuth pur, des anomalies sont observées au-dela de la limite
quantique [3]. Aussi dans le but d’avoir une meilleure compréhension du comportement des
¢lectrons et des trous, nous avons entrepris 1’étude angulaire de la résistivité et de 1’effet Hall
sous fort champ magnétique. Nous avons trouvé que pour certaines orientations particulieres
du champ magnétique la réponse Hall devient indépendante du champ [4].
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